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Laboratoriya soraitinds indiumun diffuziyasi ile CuCrzTes kristali esasinda maqnit diod qurulusu yaradilmis, onun volt-
amper xarakteristikasi todqiq edilmis, bazi praktiki parametrlori hesablanmisdir. Bu magsadls xiisusi konstruksiyaya malik olan
kvars ampulundan istifads edilmis, diffuziya prosesi ti¢iin texnoloji rejim iglonmisdir. Miioyyan olunmusdur ki, qurulusa totbig
edilon 2 volt garginlikds diiziine coroyanin azalmasi bas verir. Diodun voltmagnit hassasligi ~10,7 v/TI, nisbi gorginlik magnit
intensivliyi iso 2,4-10 v/A-Tl tortibindadir. Bu gdstaricilor germanium va bazi digor yarimkegirici materiallar osasinda yara-

dilan magqnit diodlarinin analoji parametrlorindon iistiindiir.

Yaradilan cihaza girig va ¢ixis kontaktlarin nazik tobagos soklinda konstruksiya edilmasi toklif edilarak, biitovliikds diod

qurulugunun cihaz kimi tosviri verilmigdir.
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Ik magnit diodlar1 InSb vo Ge yarimkegiricilori
osasinda hazirlanib, lakin belo diodlar genis tatbiq sa-
hosi tapmayib, ¢linki bu materiallarda gadagin zolagi-
nin eni kicik, moxsusi kegiriciliklori iss boyiikdiir. Bu
sobobdon, onlarda talob edilon coroyan sixliginda vo
hotta diodun qalmlhiginin diffuziya yerdoyismosins olan
nisbatinin boytik (d/L) giymotlorinds do yiiksok in-
jeksiya saviyyolorina nail olmag olmur. Bu coahotdon Si
Vo GaAs osasinda hazirlanan magnit diodlar1 daha sor-
foli sayilirlar (Xiisusi miigavimatin yiiksok olmasina go-
ro). Istor bizim todgigatlarda, istorso do coxsayli
odobiyyat molumatlarinin naticalarine géra CuCr,Tey
birlagmasi magnit yarimkegciricisi kimi tasdiq olunmus
Vo otrafli todqgiq edilmisdir [1-3]. Lakin, onun xasss-
larino dair genis molumatlarin olmasina baxmayarag,
birlogmoanin totbiq sahalari gox mohduddur. Deyilonlori |

nozoro alarag, terofimizdon CuCr;Tes birlosmasi
asasinda magnit diodu hazirlanmis va onun tatbiqi pa-
rametrlori todqgiq edilmisdir. CuCr,Tes birlosmasinin
alinma texnologiyasi [4] isindo verilmisdir. Onun osa-
sinda diffuzion diodun yaradilmasi {igiin xiisusi kons-
truksiyali kvars ampula hazirlanmis vo diffuziant mog-
sadils istifads edilon tamiz indiumla CuCr,Tes kristali
bu ampulanin miixtalif temperaturlu saholarinds yerlos-
dirilmisdir. Daxilindo ~ 0,133 Pa tartibindo vakuum
yaradilan ampulada CuCr,Tes kristali ~10 saat orzindo
indium buxarinda termiki emal edilmisdir. Noticado,
CuCr,Teq birlogsmoasinin sathinds (CuCraTes)1x Ing tor-
kibina uygun galon nazik tobago soklinda bark mohlul
sahasi yaradilmisdir ki, bu da kristalin ssthindo bas
veran asagidaki reaksiyanin naticasindo reallasir:
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(Cucr,Te,), — (CuCr,Te, ), + In,, —2*[(CuCr,Te, ), (In), ]

Burada, v va s simvollari miivafiq olaraq kristalin
hocmi va sathinin saholorini xarakterizo edir. Belo tor-
kibli bark mahlulun mévcudlugu CuCr,Tes — In siste-
minda misin indiumla kigik faizli avazlomalorinds ter-
modinamiki va fiziki-kimyavi xassalorin todqiqi ilo do
tosdiq edilmisdir. Diffuziya prosesini yerino yetirmok
tigtin bir hissasi daraldilan kvars ampuladan istifado
edilmisdir ki, belo ampulanin maddslorls birlikds timu-
mi goriniist sokil 1-ds verilmisdir.

CuCryTes
Kvars
> <

ampula

Sokil 1. Lokal diffuziya ti¢iin hazirlanan kvars ampula
nin konstruksiyasi vo onun daxilinds maddanin
yerlagdirilmasi.
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Qeyd etmok lazimdir ki, asqarsiz CuCr,Tes bir-
lasmosinin kegiricilik tipi «p» isaralidir. Onun sathinda
yaradilan indiumla zangin olan soth tobagosinin kegiri-
ciliyi n-tip olmusdur. Bu xiisusiyyatlor termo.-e.h.q.-
nin dlgtilmasi ilo miioyyanlosdirilmisdir.

Yaradilan diffuzion qurulusa giimiis pastasindan
kontaktlar ¢okilorok, onlarin VAX-1 adi soraitdo vo
miixtolif intensivlikli magnit sahslorindo 6l¢tilmiisdiir.
Magnit diodlarinin yaradilmasi1 ona géra perspektivlidir
ki, belo cihazlarda signal effektinin giymoti on yaxsi
Holl vericilarindon va magnit miiqavimatlorindan bir
nego dofo yiiksokdir. Umumiyyatls, galvanomagnit ci-
hazlarinda magnit sahalarine hassas xassalori xarakteri-

zo etmok tiglin coroyan magnit hossashigi (y1 = %) Vo

gorginlik magnit hossasligi amsalindan (y,, = %),
homginin nishi gorginlik magnit hassasligi omsalindan
(y =103 %) istifads edilir. Baxmayaragq ki, bu amsal-

larin giymeti silisium, germanium va gallium arsen ya-
rimkegiricilarinda yiiksakdir, lakin son zamanlarda mo-
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lum olmusdur ki, terkibinds magnit ionlu kimyavi
element olan ikili vo tgli birlosmolor gostarilon
parametrlorin giymatina gors Si, Ge vo GaAs-don ha-
zirlanan analoji cihazlar Gstoloyir. ©gar belo yarimke-
cirici eyni zamanda ham do magnit materialdirsa, 0 za-
man bu sahado daha yiiksak naticalars nail olmaq olar.

Sakil 2-do diffuziya texnologiyast ilo tarafimizdan
CuCr,Tes magnit yarimkegiricisi asasinda yaradilan di-
od qurulugunun volt-amper xarakteristikasinin miixtalif
intensivlikli magnit sahasindaki diiziina qollar1 géste-
rilmisdir. Goriindiiyii kimi, asililig malum magnit diod-
larmin analoji xarakteristikalari ilo keyfiyyatlo uzlagir.
Dioda totbig edilon gorginliyin ~2 volt giymstinds
maqnit sahasinin har iki 6l¢t intensivliyinds diiziins co-
royanin azalmasi miisahido edilir. Hesablamalardan
molum olmusdur ki, hazirlanan magnit diodunun volt-
magnit hessasligi ~10,7 v/Tl tortibindadir. Nishi gor-
ginlik  (volt) magnit intensivliyinin giymati iso
y=24-10"° ﬁ—dir. Qeyd etmok lazimdir Ki, hor iKi
parametrin giymoti germaniumdan hazirlanan magnit
diodunun analoji parametrlarinin giymatindan tstiindiir
[5]. Umumiyyatlo, malumdur ki, magnit diodunun so-
moaraliliyi onun bazasimin enindon do asilidir. Nazik
bazali p — n kegidlarindon magnit diodu kimi istifado
edilmasi mogsadauygun sayilmir. Enli bazali p — n ke-
cgidlorinds (W=>L) dioda tatbiq edilon diiziina gorginlik
p — n kecidi serhoddi ilo diodun bazasi arasinda
paylanir, yoni Ugi: =Upn + lgiz Rbaza olur. Miixtolif mii-
gavimetli yarimkegirici materiallar iigiin (W/L)op.=0,5
In10p Kkimi ifads edilir ki, burada da p baza sahasinin
miigavimatidir [6]. Yoni, baza materialinin miigavimati
artdigca, W/L nisbati do boyiiyiir. Hazirlanan magnit
diodu ti¢iin bu nisbst 0,3-0 barabardir. Belalikls, magnit
diodunun hassasligimi artirmaq tigiin baza materialinin
miigavimati boyiik olmalidir.
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Sakil 2. Indiumun diffuziyasi ilo CuCrzTes osasinda
yaradilan maqnit diodunun voltamper xarak-
teristikasinin miixtalif magnit sahssi itensiv-

liklarinds diiziins qolu.

Maqnit diodunun yiiksok magnit hossasligina ma-
lik olmasi, qalvanomagqnit cihazlarinin totbiqi li¢lin ye-
ni istigamotlor agmigdir. Onlardan miixtolif acar sxem-
larinds vo magnit sahs effektinin diizxatli olmasi vacib
sayllmayan, lakin onun giymsatinin halledici rola malik
oldugu qurgularda istifado edilir. Maqnit diodlarinn

osas istiinlilyli ondan ibarotdir ki, onlarin sxemo qosul-
mast tigiin alavs giiclondirici qurgular talab edilmir.

Molumdur ki yarimkegirici kristaldan hazirlanan
diodu magnit sahasinds yerlasdirdikds, magnit inten-
sivliyi xatlori elektron vo desik yiikdagtyicilarmin horo-
kot trayektoriyasini doyisdirir, yoni burada horokot isti-
gamatinin ayilmasi bag verir. Naticads yiikdastyicila-
rinin yiriikliyii zoifloyir Ki, bu da diffuziya siiriigmosi
uzunlugunun kigilmasina sabab olur. Eyni zamanda co-
royan Xatlorinin uzanmasi, yoni bazanin effektiv qalin-
lig1 genislonmasi bas verir. Magnit sahosi, nainki yii-
riiklitys vo carayan Xatlorinin istigamatine tasir edir, o
homginin, yiikdasiyicilarinin yagama miiddatini do
azaldir. Biitiin bunlar, diodun geyri-taraz kegiriciliyinin
giiclii doyismosina sobob olur. Magnit sahasinds diffu-
Ziya uzunlgu siiriismasinin vo bazanm effektiv qalinli-
gmin ilkin doyismesi, bazanin miigavimatini kaskin do-
yisdirir. Buna miivafiq olaraq qeyri-taraz yiikdasiyi-
cilarmin konsentrasiyasinin koskin doayisikliyi diiziino
Coroyani da giiclii artirir ki, bu da maqnit diodu effekti
adlanir. Manfi yaxud miisbat qeyri-taraz kegiricilik ya-
radilan har bir yarimkegirici quruluslu maqgnitdiodu ef-
fektini miisahido etmok olar. Kegiricilik o zaman miis-
bot olur ki, yarimkegiricido osas yiikdasiyicilarinin
konsentrasiyasi tarazli yiikdasiyicilarinin konsentrasi-
yasindan ¢ox olsun. Oks toqdirds, kegiricilik monfi sa-
yilir.

Diffuzion n-tip
indium kontakt1 kegiricikli saho
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Sakil 3. CuCrzTes birlogsmoasi asasinda yaradilan diffu
zion diod qurulugunun konstruksiyasi

Diffuziyaya ugradilan vo galinligi imumi olaraq
~2 mm olan CuCr2Tes <In> kristalina alt vo iist to-
rofdon kontaktlar yaradilaraq, onun bir daha bazi para-
metrlori 6l¢iilmiisdiir. Miioyyan edilmisdirki, diffuzion
sothdo metallik indium daha effektiv omik kontakt ya-
radir. Kristalin alt hissasinds iso, yoni diffuziyaya mo-
ruz galmayan sathds giimiis pastasinin kontakt magss-
dils istifads edilmosi miisbat naticalor verir. Bunlari na-
zoro alaraq, yaradilan diffuzion qurulusun kontaktlari-
nin yaradilmasinda ham tomiz indiumdan, hom do gii-
miis pastasindan istifado edilmisdir. Yaradilan diffu-
zion diodun kontaktlar1 v elektrodlart ilo birlikdo kon-
struksiyas1 3-Cii sokildo gostorilmisdir.

Yaradilan diod qurulusunun hermetiklagdirimasi
Va onun xarici tasirlardon qorunmasi iigiin epoksid gat-
ran1 maddoasindon istifado edorak onun sathi hor tarof-
don ortiiliir. Yalmz diodun anod va katod elektrodla-
rinin maftil uclari (mis va giimiisdan ola bilar) agiqda
qalir.
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(CraTes)1x(CuTe)x  bark  mohlul  arintilorinin

Ch.l. Abilov, M.SH. Hasanova, E.K. Gasumova, N.T. Guseynova

CREATION AND FEATURES OF SOME PARAMETERS OF A MAGNETIC DIODE STRUCTURE
BASED On A CuCr.Tes CRYSTAL

Under laboratory conditions, a magnetic diode structure based on a CuCr2Tes crystal was created and studied for its
current-voltage characteristic. It is determined that when a voltage of 2 volts is applied, a decrease in forward current. The volt-
magnetic sensitivity of the diode is ~10,7 v/Tl, and the relative volt-magnetic intensity is 2.4-10-6 v/A-Tl. These indicators
exceed similar parameters of germanium and other magnetic diodes created on the basis of some semiconductor materials.

Y.N. Aounos, ML.III. I'acanosa, J.K. KacymoBa, H.T. I'yceiinoBa

CO3JJAHUE U OCOBEHHOCTH HEKOTOPBIX TIAPAMETPOB MATHUTHOM JJUOHOM
CTPYKTYPbI HA OCHOBE KPUCTAJIJIA CuCr2Tes

B naGopaTopHbIX YCIOBHSX CO3/laHa MarHUTO-AMO/HAs CTPYKTypa Ha ocHoBe kpucrawia CuCraTes u nccnenoBaHa eé
BOJIbTAMIIEpHAs XapakTepucTuka. OnpeneneHo, 4To NpH NPHWIOKESHNH HAIPsDKEHUS B 2 BOJIbTA HAONIOZACTCSl YMEHBIICHHE
HPSIMOTO TOKa. BoNbTMarHuTHAsI 4yBCTBUTENBHOCTH AHO/A paBHO ~10,7 v/TI, a oTHOCHTeNbHAS BOJIBTMAHUTHAS HHTCHCHB-
Hocth 2,4-10°6 v/A-TI. DT mokasaTe/ NPeBBIIAIOT AHATOTHYHBIX 3HAYEHITH TapaMeTPOB TePMAHUBBIX U IPYTHX MATHUTHBIX
JIMO0B CO3aHHBIX Ha OCHOBE HEKOTOPHIX MOJIYIIPOBOJAHUKOBBIX MaTepHAJIOB.
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